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	概要　ＥＡ　(600字～800字程度にまとめてください。)

有機電界効果トランジスタ（有機FET）は、有機化合物のキャリア移動度評価法の一つとして、また軽量化、安価な製造プロセス、廃棄処理が容易であるなどの利点から注目されている。従来、有機半導体の移動度は無機半導体に比べてかなり低いものであった。しかし最近ではデバイス作成技術の向上も伴い、ペンタセンやオリゴチオフェン型の分子で0.1-1.0 cm2/Vs程度の無機半導体に匹敵する移動度が報告されている。一方、有機FETの研究においては、安定性の改善やp型とn型特性が発現する機構の解明等、未だに課題が残されている。特に一つの材料でp型とn型の両方のトランジスタ特性を可能にするambipolarな材料を開発することは合成化学者の興味を惹きつけている。

本研究では主に電子不足の含窒素複素環を利用した新しいπ共役系を有する有機半導体の開発を行い、これらの分子が以下に示す特徴的な点を有することを明らかにした。①有機分子に多いC-H···π型結晶構造を、分子軌道の重なりが大きいπ···πスタック型に変化させる点。②大きく分極した構造を持ち、分子内電荷移動や静電的な相互作用によって分子間力を強くすることができる点。③電子不足のπ共役系を導入することにより、分子内のHOMOとLUMOの軌道レベルを下げることができる点。特にn型半導体において容易な電子注入が行える点。④含窒素複素環とp型のπ共役系を組み合わせることで、Ambipolarな有機半導体を開発できる点である。

特に興味深い例として、金属錯体の配位子や電子輸送性能があることで知られているフェナントロリン環をオリゴチオフェン鎖に連結した分子を開発した。チエノピラジン部分で連結された分子は、低分子系の材料としては非常に小さいHOMO-LUMOエネルギーギャップを示し、真空蒸着法で作成されたFETデバイスはAmbipolarなトランジスタ特性を与えた。

	キーワード ＦＡ
	トランジスタ
	有機半導体
	材料
	複素環


（以下は記入しないでください。）

	助成財団ｺｰﾄﾞ ＴＡ
	
	
	
	
	研究課題番号 ＡＡ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	研究機関番号 ＡＣ
	
	
	
	
	
	シート番号
	


	　発表文献（この研究を発表した雑誌・図書について記入してください。）

	雑

誌
	論文標題ＧＢ
	n-Type and Ambipolar FET Characteristics Using Pyrazinophenanthrolines Linked with Oligothiophenes

	
	著者名 ＧＡ
	J. Nishida, S. Murakami, H. Tada, Y. Yamashita
	雑誌名 ＧＣ
	Chemistry Letters

	
	ページ ＧＦ
	1236～1237
	発行年 ＧＥ
	2
	0
	0
	6
	巻号 ＧＤ
	35巻11号

	雑

誌
	論文標題ＧＢ
	

	
	著者名 ＧＡ
	
	雑誌名 ＧＣ
	

	
	ページ ＧＦ
	～
	発行年 ＧＥ
	
	
	
	
	巻号 ＧＤ
	

	雑

誌
	論文標題ＧＢ
	

	
	著者名 ＧＡ
	
	雑誌名 ＧＣ
	

	
	ページ ＧＦ
	～
	発行年 ＧＥ
	
	
	
	
	巻号 ＧＤ
	

	図

書
	著者名 ＨＡ
	

	
	書名 ＨＣ
	

	
	出版者 ＨＢ
	
	発行年 ＨＤ
	
	
	
	
	総ﾍﾟｰｼﾞ ＨＥ
	

	図

書
	著者名 ＨＡ
	

	
	書名 ＨＣ
	

	
	出版者 ＨＢ
	
	発行年 ＨＤ
	
	
	
	
	総ﾍﾟｰｼﾞ ＨＥ
	


	欧文概要　ＥＺ

Organic thin-film field-effect transistors (OFETs) have attracted much attention because of their potential applications to low-cost electronic devices and their integrated circuits.　　To date, there are many reports on FETs with p-type characteristics such as pentacene and oligothiophenes with high hole mobilities.  Compared to p-type semiconductors, the number of n-type and ambipolar　semiconductors which can transport both hole and electron is still limited, especially when devices are fabricated by using Au electrodes.  The development of good n-type and ambipolar materials is crucial for the fabrication of p-n junction, bipolar transistors, and light emitting FET devices.

Here, we prepared pyrazinophenanthroline derivatives linked with oligothiophenes, which have the following advantages.  (1) Phenanthroline derivatives have been used to transport electrons and expected to work as n-type FET materials.  (2) Our phenanthrolines have a quinoid structure of a thieno[3,4-b]pyrazine unit, which leads to a smaller HOMO-LUMO energy gap than other oligothiophene-[1,10]phenanthroline systems.  (3) The phenanthroline ring is introduced as a branch of oligothiophenes, where unsubstituted terminal positions of oligothiophenes can be utilized to further elongate the -conjugation and polymerize.  We reported the synthesis of the phenanthroline derivatives and their physical properties including n-type and ambipolar FET characteristics.
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